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１．概要（Summary） 

異種材料半導体層を常温で貼りあわせることにより従

来実現困難とされてきた新たな機能素子の実現が期待さ

れている。我々は表面活性化接合法(SAB 法)を用いて、

GaNエピ基板と高濃度Si基板からなる接合を作製し、熱

処理後の電流－電圧特性を測定して、Si/GaN 接合によ

る高耐熱オーミック電極の可能性を検討している[1]。今

回我々は高濃度 Si と AlGaN/GaN ヘテロ構造を接合し

Gate-First プロセスによって HEMT を作成することによ

り、高耐熱ゲート電極としての直接接合 Si の可能性を評

価した (1)。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ダイシングソー、紫外線照射装置 

【実験方法】 

サファイア基板上に結晶成長した AlGaN/GaN ヘテロ

構造とSOI基板（最表面：高濃度Si薄層）を小片へとダイ

シング後に SAB法により直接接合した。Si基板をウェット

エッチングにより除去し、Si/AlGaN/GaN 構造を形成し

た。Si 層をゲート形状に加工後（ゲート長 30 μm）、

Ti/Al/Ni/Au 層の蒸着、リフトオフ、窒素雰囲気中熱処理

（700℃、５分）によりソース電極、ドレイン電極を形成し Si

ゲート GaN系HEMTを作製した。同一の AlGaN/GaN

ヘテロ構造上にソース電極、ドレイン電極を形成後に

Ni/Au ゲート電極を形成し、同一形状のショットキゲート

GaN系HEMTを作製した。これら２つのHEMTの素子

特性を比較した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Si ゲート HEMT とショットキゲート HEMT のドレイン

電流－ドレイン電圧特性をFig. 1(a)及び1(b)に示す。高

濃度 Si をゲート材料として使用することによりショットキゲ

ート HEMT と同様の特性が得られた。今回の結果は

SAB法によるSi直接接合のGate-Firstプロセスの可能

性を示している。 
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Fig. 1. Drain current-drain bias voltage 
characteristics of AlGaN/GaN HEMTs with (a) 
directly-bonded Si gates and (b) Schottky gates.  
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